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Стелс-материаловедение и технологии, как важная поддержка стелс-технологий, имеют важное стратегическое значение для общества и строительства национальной обороны. Полупроводниковые наноматериалы являются одним из ключевых объектов исследования материалов с потерями электромагнитных волн, среди которых НТМД группы VI, такие как ультратонкие WS2-NS, демонстрируют большой потенциал применения в области потерь электромагнитных волн. [1] Недавно мы заметили, что LTMD группы V обладают большей металличностью, чем LTMD группы VI, в которых NbS2-NS обладает превосходной способностью к переносу электронов, подвижностью дырок и уникальным электронным состоянием и структурой нанолистов. Мы считаем, что NbS2-NS обладает высокой собственной проводимостью и должен обладать потенциалом для получения лучших характеристик поглощения электромагнитных волн, и это было первоначально подтверждено исследованием характеристик поглощения микроволнового излучения NbS2-NS, полученным исследовательским сольвотермическим методом. В таких исследованиях, как фотоэлектрический катализ, было подтверждено, что поверхностные дефекты наноматериалов оказывают огромное влияние на их поверхностные химические и физические свойства, а введение соответствующих поверхностных дефектов может значительно улучшить их фотоэлектрическую каталитическую активность. Тем не менее, по-прежнему отсутствуют исследования свойств затухания электромагнитных волн поверхностных дефектов наноматериалов. Контролируемое введение дефектов на поверхность ультратонких NbS2-NS и выяснение влияния поверхностных дефектов на электромагнитные свойства имеют большое исследовательское значение для регулирования согласования импедансов и улучшения характеристик затухания электромагнитных волн NbS2-NS.

При регулировании характеристик СВЧ-поглощения гетероструктуры WS2-NS было установлено, что точность контроля микроструктуры и микроморфологии в гетероструктуре, приготовленной гидротермальным методом, невысока, что приводит к низкой точности регулирования характеристики поглощения СВЧ, что ограничивает получение высоких гетероструктур с поглощающими свойствами. Технология атомно-слоевого осаждения позволяет точно контролировать состав и градиент 2D/2D-гетероструктур NbS2-NS в масштабе атомного слоя, осуществлять точный контроль согласования импеданса и затухания электромагнитных волн, а также получать высокоэффективные поглощающие материалы с высокими потерями на отражение и широким спектром поглощения группа.[2]
Таким образом, этаисследовательская работа направлена ​​на получение нового типа высокоэффективного поглощающего материала путем приготовления ультратонкого NbS2-NS, оптимизации поверхностных дефектов, тонкой конструкции 2D/2D-гетероструктуры и точного контроля поглощающих характеристик. 
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